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サイプレスはインフィニオン テクノロジーズになりました
この表紙に続く文書には「サイプレス」と表記されていますが、これは同社が最初にこ
の製品を開発したからです。新規および既存のお客様いずれに対しても、引き続きイン
フィニオンがラインアップの一部として当該製品をご提供いたします。

文書の内容の継続性
下記製品がインフィニオンの製品ラインアップの一部として提供されたとしても、それ
を理由としてこの文書に変更が加わることはありません。今後も適宜改訂は行います
が、変更があった場合は文書の履歴ページでお知らせします。
 
注文時の部品番号の継続性
インフィニオンは既存の部品番号を引き続きサポートします。ご注文の際は、データシー
ト記載の注文部品番号をこれまで通りご利用下さい。
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特長

■ スタンバイ時の超低消費電力

❐ 標準スタンバイ電流 : 5.5μA
❐ 最大スタンバイ電流 : 16μA

■ 高速度 : 45ns/55ns

■ シングル ビッ ト  エラー訂正用の組込みエラー訂正 コード
（ECC）

■ 広い電圧範囲 : 1.65V ～ 2.2V、 4.5V ～ 5.5V

■ 1.0V データ保持

■ ト ランジスタ - ト ランジスタ  ロジック  (TTL) と互換性のある
入出力

■ 1 ビッ ト  エラー検出と訂正を示す ERR ピン

■ 48 ボールの鉛フリー VFBGA パッケージで提供

機能の詳細

CY62168G および CY62168GE は、 組込み ECC を備えた高性
能 CMOS 低電力 (MoBL®) SRAM デバイスです。 両方のデバイ
スは、 シングルとデュアルチップイネーブルオプシ ョ ン、 およ
び複数ピン構成で提供されます。 CY62168GE デバイスは、 読
み出しサイクル中にシングル ビッ ト  エラー検出と訂正イベン
ト を通知するエラー通知ピンを備えます。

シングル チップ イネーブル入力を持つデバイスは、 チップ イ
ネーブル入力 (CE) を LOWにアサートすることでアクセスされ
ます。 デュアル チップ イネーブル デバイスは、 両方のチップ

イネーブル入力 (CE1 を LOW、 および CE2 を HIGH) をアサー
トすることでアクセスされます。 

チップ イネーブル1 (CE1) を LOW とチップ イネーブル2 (CE2)
を HIGH および書き込みイネーブル (WE) 入力を LOW にする
ことでデバイスに書き込みます。 8 本の I/O ピン (I/O0 ～ I/O7)
からのデータはアドレス ピン (A0 ～ A20) に示された位置に書
き込まれます。

書き込みイネーブル (WE) HIGH を強制している時、 チップ イ
ネーブル1 (CE1) と出力 イネーブル (OE) LOWおよびチップ イ
ネーブル 2 (CE2) HIGH にしてデバイスから読み出します。 こ
れらの条件では、アドレス ピンに指定されたメモリ位置の内容
が I/O ピンに表示されます。

8 本の入出力ピン (I/O0 ～ I/O7) は デバイスの選択が解除された
とき (CE1 HIGH または CE2 LOW)、出力が無効になっている時
(OE HIGH)、 または書き込み操作が進行中である時 (CE1 LOW
と CE2 HIGH、 および WE LOW） にハイ  インピーダンス状態
になります。 読み出しモード と書き込みモードの詳細な説明に
ついては、 14 ページの真理値表 – CY62168G ／ CY62168GE
を参照して ください。

CY62168GE デバイスで、 アクセスされた位置のシングル ビッ
ト  エラー検出および訂正はERR出力 (ERR=HIGH) [1] のアサー
トによって示されます。

CY62168G と CY62168GE デバイスは鉛フリー48 ピン VFBGA
パッケージで提供されます。 論理ブロッ クダイヤグラムは 2
ページに示されます。

関連リソースの完全なリストについては、 ここをクリ ックして
ください。

製品ポート フォリオ

製品
特長およびオプシ ョ ン

(ピン配置を参照)
範囲 VCC の範囲 (V) 速度 

(ns)

消費電力

ICC 動作、 (mA)
スタンバイ、 ISB2(µA)

f = fmax

Typ[2] Max Typ[2] Max

CY62168G(E)18 シングルまたはデュアル 
チップ イネーブル

オプシ ョ ンの ERR ピン

産業用 1.65V ～ 2.2V 55 29 32 7 26

CY62168(E) 4.5V ～ 5.5V 45 29 36 5.5 16

注

1. このデバイスは、 エラー検出時に自動書き込みをサポート しません。
2. 標準値は単なる参照値であり、 保証または検査されていません。 標準値は、 VCC = 1.8V (1.65V–2.2V の VCC の範囲 )、 VCC = 3 V (2.2V–3.6V の VCC の範囲 ) およ

び VCC = 5V (4.5V–5.5V の VCC の範囲 )、 TA = 25°C で測定しています。

http://www.cypress.com/?rID=94887
http://www.cypress.com/?rID=94887
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論理ブロックダイヤグラム – CY62168G
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論理ブロックダイヤグラム – CY62168GE
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ピン配置

図 1.  48 ボール VFBGA (6×8×1mm) ピン配置 [3]

CY62168G

図 2.  48 ボール VFBGA (6×8×1mm) ピン配置 [3, 4]
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注

3. NC ピンは、 内部でダイに接続されていません。 このピンは一般的には、 集積度のさらに高いデバイスでのアドレス拡張用に使用されます。 ピン配置については
関連のデータシート を参照して ください。

4. ERR は出力ピンです。 使用しない場合、 このピンはフローテ ィングのままにして く ださい。
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最大定格

最大定格を超えるとデバイスの寿命が短く なる可能性がありま
す。 ユーザー ガイドラインはテスト されていません。

保存温度 .....................................................–65°C ～ +150°C

通電時の周囲温度.......................................–55°C ～ +125°C

電源電圧からグランド
電位 .................................................................... –0.5V ～ 6V

High Z 状態の出力
に印加される DC 電圧 [5] ........................–0.5 V ～ VCC+0.5V

DC 入力電圧 [5] .......................................–0.5V ～ VCC+0.5V

出力に流れ込む出力電流 (LOW) .................................. 20mA

静電気放電電圧
(MIL-STD-883、 Method 3015) ................................. > 2001V

ラッチ アップ電流 ................................................... >140mA

動作範囲

グレード 周囲温度 VCC 
[6]

産業用 –40°C ～ +85°C 1.65V ～ 2.2V、
4.5V ～ 5.5V

DC電気的特性

動作範囲は–40 °C～85 °C。

パラ メーター 説明 テスト条件
45/55ns

単位
Min Typ[7] Max

VOH 出力 HIGH
電圧

1.65V ～ 2.2V VCC = Min、 IOH = –0.1mA 1.4 – – V

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOH = –1.0mA 2.4 – – V

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOH = –0.1mA VCC-0.4[8] – – V

VOL 出力 LOW
電圧

1.65V ～ 2.2V VCC = Min、 IOL = 0.1mA – – 0.2 V

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOL = 2.1mA – – 0.4 V

VIH 入力 HIGH
電圧

1.65V ～ 2.2V – 1.4 – VCC+0.2 V

4.5V ～ 5.5V – 2.2 – VCC+0.5 V

VIL 入力 LOW
電圧 [9]

1.65V ～ 2.2V – –0.2 – 0.4 V

4.5V ～ 5.5V – –0.5 – 0.8 V

IIX 入力リーク電流 GND<VIN<VCC –1.0 – +1.0 A

IOZ 出力リーク電流 GND<VOUT<VCC、 出力がディスエーブ
ル

–1.0 – +1.0 A

注
5. 20ns 未満のパルス幅には、 VIL (min)  = –2.0V および VIH (max)  = VCC + 2V。
6. デバイスのフル AC 動作では、 0 から VCC (min) までの 100μs のランプ時間と、 VCC 安定化後の 200μs の待機時間を想定しています。
7. 標準値は単なる参照値であり、保証または検査されていません。標準値は、VCC = 1.8V (1.65V–2.2V の VCC の範囲 ) および VCC = 5V (4.5V–5.5V の VCC の範囲 )、

TA = 25°C で測定しています。
8. このパラ メーターは設計により保証されており、 テス ト されていません。
9. 20ns 未満のパルス幅には、 VIL (min)  = –2.0V および VIH (max)  = VCC + 2V。
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ICC VCC の動作時電源電流 VCC = Max、 IOUT = 
0mA、
CMOS レベル

f = 22.22MHz 
(45ns)

– 29.0 36.0 mA

f = 18.18MHz 
(55ns)

– 29.0 32.0 mA

f = 1MHz – 7.0 9.0 mA

ISB1
[10]

自動パワー ダウン電流 – 
CMOS 入力 ；
VCC = 4.5V ～ 5.5 V

CE1 > VCC – 0.2V または CE2 < 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V、 VIN < 0.2V、
f = fmax ( アドレスおよびデータのみ )、

f = 0 (OE、 および WE)、 VCC = VCC (max)

– 5.5 16.0 A

自動パワー ダウン電流 – 
CMOS 入力 ； VCC = 1.65V
～ 2.2V

– 7 26.0

ISB2
[10]

自動パワー ダウン電流 – 
CMOS 入力 ；
VCC = 4.5V ～ 5.5 V

CE1 > VCC – 0.2V または
CE2 < 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V または
VIN < 0.2V、
f = 0、 VCC = VCC (max)

25 ℃ [11] – 5.5 6.5 A

40 ℃ [11] – 6.3 8.0

70 ℃ [11] – 8.4 12.0

85 ℃ – 12.0[11] 16.0

自動パワー ダウン電流 – 
CMOS 入力 ；
VCC = 1.65V ～ 2.2V

CE1 > VCC – 0.2V または CE2 < 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V または VIN < 0.2V、
f = 0、 VCC = VCC (max)

– 7.0 26.0

DC電気的特性

動作範囲は–40 °C～85 °C。

パラ メーター 説明 テスト条件
45/55ns

単位
Min Typ[7] Max

注
10. ISB1/ISB2/ICCDR の仕様を満たすために、 チップ イネーブル (CE1 および CE2) は CMOS レベルに接続してください。 他の入力はフローティング状態のままにできます。
11. 25°C、 40°C、 70°C、 および一般的に 85°C で制限される ISB2 は、 設計保証されており、 実際には 100% 試験されていません。
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容量

パラメーター [12] 説明 テスト条件 Max 単位

CIN 入力容量 TA = 25°C、 f = 1MHz、 VCC = VCC (typ) 10 pF

COUT 出力容量 10 pF

熱抵抗

パラメーター [12] 説明 テスト条件
48 ボール VFB-

GA 単位

JA 熱抵抗
( 接合部から周囲 )

静止空気、 3×4.5 インチで、 4 層構造のプリン ト回路基板
に半田付け

31.50 °C/W

JC 熱抵抗
( 接合部とケース間 )

15.75 °C/W

AC テストの負荷と波形

図 3.  AC テストの負荷と波形

VHIGH VCC
出力

R230pF

JIGと

GND

90%
10%

90%
10%

立ち上り時間 = 1V/ns
立ち下り時間 = 1V/ns

出力 VTH

THÉVENIN EQUIVALENTに相当する

すべての入力パルス

RTH

R1 

スコープを

含む

パラメーター 1.8V 2.5V 3.0V 5.0V 単位

R1 13500 16667 1103 1800 

R2 10800 15385 1554 990 

RTH 6000 8000 645 639 

VTH 0.8 1.2 1.75 1.77 V

VHIGH 1.8 2.5 3.0 5.0 V

注

12.最初にテスト されますが、 設計またはプロセスで変更があった後に、 これらのパラ メーターが影響を受ける場合があります。
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データ保持特性

動作範囲

パラメーター 説明 条件 Min Typ[13] Max 単位

VDR データ保持用の VCC 1.0 – – V

ICCDR
[14, 15]

データ保持電流 1.2V < VCC < 2.2V、
CE1 > VCC - 0.2V または CE2 < 0.2V、
VIN > VCC - 0.2V または VIN < 0.2V

– 7.0 26.0 A

4.5V < VCC < 5.5V、
CE1 > VCC - 0.2V または CE2 < 0.2V、
VIN > VCC - 0.2V または VIN < 0.2V

– 5.5 16.0 A

tCDR
[16]

チップの選択解除から
データ保持までの時間

0 – – –

tR
[16, 17]

動作回復時間 45/55 – – ns

データ保持波形

図 4.  データ保持波形

t C D R t R

V D R  =  1 . 0  V

デ ー タ 保 持 モ ー ド

V C C (m in ) V C C (m in )
V C C

C E 2

(ま た は )

C E 1

注
13. 標準値は単に参考として示しており、 保証または検査はされていません。 標準値は、 VCC = 1.8V (1.65V–2.2V の VCC の範囲 )、 および VCC = 5V (4.5V–5.5V の

VCC の範囲 )、 TA = 25°C で測定しています。
14. ISB1/ISB2/ICCDR の仕様を満たすために、 チップ イネーブル (CE1 および CE2) は CMOS レベルに接続して ください。 他の入力はフローテ ィング状態のままにでき

ます。
15. ICCDR は、 デバイスが最初に VCC (min) に電源投入され、 VDR に下げられた後でのみ保証されます 。
16. これらのパラ メーターは設計保証です。
17. 完全なデバイス動作には、 VDR から VCC (min) までのリニア VCC ランプ > 100s か、 または VCC(min) の安定時間 > 100s であることが必要です。
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スイッチング特性

パラメーター [18, 19] 説明
45ns 55ns

単位
Min Max Min Max

読み出しサイクル

tRC 読み出しサイクル時間 45.0 – 55.0 – ns

tAA アドレスからデータ有効まで／アドレスから ERR 有
効まで

– 45.0 – 55.0 ns

tOHA アドレス変更からデータホールド／アドレス変更から
ERR ホールド

10.0 – 10.0 – ns

tACE CE1 LOW およびCE2 HIGHからデータ有効まで／CE 
LOW から ERR 有効まで

– 45.0 – 55.0 ns

tDOE OE LOWからデータ有効まで／OE LOWからERR有効
まで

– 22.0 – 25.0 ns

tLZOE OE LOW から Low Z まで [19, 20] 5.0 – 5.0 – ns

tHZOE OE HIGH から High Z まで [19, 20, 21] – 18.0 – 18.0 ns

tLZCE CE1 LOW および CE2 HIGH から Low Z まで [19, 20] 10.0 – 10.0 – ns

tHZCE CE1 HIGH および CE2 LOW から High Z まで [19, 20, 21] – 18.0 – 18.0 ns

tPU
[22] CE1 LOW および CE2 HIGH からパワーアップまで 0 – 0 – ns

tPD
[22] CE1 HIGH および CE2 LOW からパワーダウンまで – 45.0 – 55.0 ns

書き込みサイクル [23, 24]

tWC 書き込みサイクル時間 45.0 – 55.0 – ns

tSCE CE1 LOW および CE2 HIGH から書き込み終了まで 35.0 – 40.0 – ns

tAW アドレスのセッ トアップから書き込みの終了までの時
間

35.0 – 40.0 – ns

tHA 書き込みの最後からアドレス ホールドまで 0 – 0 – ns

tSA アドレス セッ トアップから書き込みの開始まで 0 – 0 – ns

tPWE WE パルス幅 35.0 – 40.0 – ns

tSD データ  セッ トアップから書き込みの最後まで 25.0 – 25.0 – ns

tHD 書き込みの最後からデータ  ホールドまで 0 – 0 – ns

tHZWE WE LOW から High Z まで [19, 20, 21] – 18.0 – 20.0 ns

tLZWE WE HIGH から Low Z まで [19, 20] 10.0 – 10.0 – ns

注

18. テスト条件では、 信号遷移時間 ( 立ち上り／立ち下り ) が 3ns 以下、 1.5V (VCC >3V) と VCC/2 (VCC<3V) のタイ ミング参照レベル、 入力パルス レベルが 0V
から 3V まで (VCC > 3V) および 0 から VCC まで (VCC< 3V) を 想定しています。 特に指定しない限り、 読み出しサイクルのためのテスト条件は AC テストの負荷
と波形の節に示されている出力負荷を使います。

19.任意の温度、 電圧条件で、 どのデバイスでも、 tHZCE が tLZCE より短く、 tHZOE は tLZOE より短く、 tHZWE は tLZWE より短いです。

20. これらのパラメーターに影響を与える可能性のある設計またはプロセスの変更後に、 最初にテスト されました。

21.出力が高インピーダンス状態に入ると、 tHZOE、 tHZCE および tHZWE の遷移が測定されます。

22. これらのパラメーターは設計によって保証されており、 テスト されていません。

23. メモリの内部書き込み時間は、 WE = VIL、 CE1 = VIL、 および CE2 = VIH のオーバーラップによって定義されます。 書き込みを開始するにはすべての信号は
ACTIVE ( アクテ ィブ ) でなければならず、 これらの信号のいずれかが INACTIVE ( 非アクティブ ) になると、 書き込みが終了します。 データ入力セッ トアッ
プとホールドのタイ ミングは、 書き込みを終了させる信号のエッジを参照して ください。

24.書き込みサイクル 2 (WE 制御、 OE LOW) 用の最少の書き込みサイクル パルス幅は、 tHZWE と tSD の合計に等しいです。
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スイッチング波形
図 5.  CY62168G の読み出しサイクル 1 ( アドレス遷移制御 ) [25, 26]

図 6.  CY62168GE の読み出しサイクル 1 ( アドレス遷移制御 ) [25, 26]
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25. デバイスは継続して選択されます。 OE = VIL、 CE = VIL。

26. WE は読み出しサイクルの間は HIGH です。
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図 7.  読み出しサイクル 2 (OE 制御 ) [27, 28, 29]
スイッチング波形  ( 続き )
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27. WE は読み出しサイクルの間は HIGH です。

28. すべてのデュアル チップ イネーブル方式のデバイスに対して、 CE は CE1 と CE2 の論理結合です。 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW ； CE1 が
HIGH または CE2 が LOW の場合は CE は HIGH です。

29. アドレスは、 CE の LOW 遷移前、 または同時に有効です。
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図 8.  書き込みサイクル 1 (WE 制御 ) [30, 31, 32]
スイッチング波形  ( 続き )
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30. すべてのデュアル チップ イネーブル方式のデバイスに対して、 CE は CE1 と CE2 の論理結合です。 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW ； CE1 が
HIGH または CE2 が LOW の場合は CE は HIGH です。

31. メモリの内部書き込み時間が WE = VIL、 CE1 = VIL、 および CE2 = VIH のオーバーラップによって定義されます。 書き込みを開始するにはすべての信号は ACTIVE 
( アクテ ィブ ) でなければならず、 これらの信号のいずれかが INACTIVE ( 非アクテ ィブ ) になると、 書き込みが終了します。 データ入力セッ トアップとホールド
のタイ ミングは、 書き込みを終了させる信号のエッジを参照して ください。

32. もし CE = VIH、 または OE = VIH の場合、 データ I/O が高インピーダンス状態にあります。

33. この期間中、 I/O は出力状態にあります。 入力信号を適用しないで ください。
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図 9.  書き込みサイクル 2 (WE 制御、 OE LOW) [34, 35, 36, 37]

図 10.  書き込みサイクル 3 (CE 制御 ) [34, 35, 36]

スイッチング波形  ( 続き )
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34. すべてのデュアル チップ イネーブル方式のデバイスに対して、 CE は CE1 と CE2 の論理結合です。 CE1 が LOW で、 CE2 が HIGH の場合、 CE は LOW ； CE1 が

HIGH または CE2 が LOW の場合は CE は HIGH です。
35. メモリの内部書き込み時間は WE = VIL、 CE1 = VIL、 および CE2 = VIH のオーバーラップによって定義されます。 書き込みを開始するにはすべての信号は ACTIVE 

( アクテ ィブ ) でなければならず、 これらの信号のいずれかが INACTIVE ( 非アクテ ィブ ) になると、 書き込みが終了します。 データ入力セッ トアップとホールド
のタイ ミングは、 書き込みを終了させる信号のエッジを参照して ください。

36. もし CE = VIH、 または OE = VIH の場合、 データ I/O が高インピーダンス状態にあります。

37.最小の書き込みサイクル パルス幅は、 tHZWE と tSD の合計に等しいです。

38. この期間中、 I/O は出力状態にあります。 入力信号を適用しないで く ださい。 
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真理値表 – CY62168G ／ CY62168GE
CE1 CE2 WE OE I/O モード 電源

H X [39] X [39] X [39] High Z 選択解除／パワーダウン スタンバイ  (ISB2)

X [39] L X [39] X [39] High Z 選択解除／パワーダウン スタンバイ  (ISB2)

L H H L データ出力 (I/O0 ～ I/O7) 読み出し アクティブ (ICC)

L H H H High Z 出力がディスエーブル アクティブ (ICC)

L H L X データ入力 (I/O0 ～ I/O7) 書き込み アクティブ (ICC)

ERR 出力 – CY62168GE
出力 [40] モード

0 読み出し動作、 保存データにはシングル ビッ ト  エラーなし

1 読み出し動作、 シングルビッ トエラーが検出され、 訂正された

High Z  デバイスが選択解除／出力がディスエーブル／書き込み動作

注

39. チップ イネーブルに応じた 「X」 ( ドン ト  ケア ) 状態は、 論理状態 (HIGH または LOW) を意味します。 これらのピンでの中間電圧レベルは許可されていません。
40. ERR は出力ピンです。 使用しない場合、 このピンはフローテ ィングのままにして く ださい。
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注文コードの定義

注文情報

速度
 (ns) 注文コード

パッケージ
図

パッケージ タイプ ( すべて鉛フリー ) 動作範囲

55 CY62168G18-55BVXI 51-85150 48 ボール VFBGA 産業用

CY62168G18-55BVXIT 48 ボール VFBGA, テープ アンド  リール

X = 空白 または T 
空白 = バルク; T = テープ アンド リール

温度範囲: 
I = 産業用

鉛フリー

パッケージ タイプ: 
BV = 48ボール VFBGA 

速度グレード: XX = 45
45 = 45 ns

電圧範囲: XX = 18 
18 = 1.8 V typ

X = 空白 または E 
空白 = ERR出力なし; 
E = ERR出力あり, シングルビットエラー訂正インジケータ

プロセス技術: G = 65 nm

バス幅: 8 = × 8

密度: 6 = 16Mビット

ファミリコード: MoBL SRAMファミリ

会社ID: CY = サイプレス

CY XX BV621 6 8 G X- IXX X X
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外形図

図 11. 48 ボール VFBGA (6×8×1.0mm) パッケージ外形、 51-85150

51-85150 *I
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略語 本書の表記法

測定単位略語 説明

CE Chip Enable ( チップ イネーブル )

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
( 相補型金属酸化膜半導体 )

I/O Input/Output ( 入力／出力 )

OE Output Enable ( 出力イネーブル )

SRAM Static Random Access Memory 
( スタテ ィ ック  ランダム アクセス メモリ )

VFBGA Very Fine-Pitch Ball Grid Array 
( 超ファインピッチ ボール グリ ッ ド  アレイ )

WE Write Enable ( 書き込みイネーブル )

記号 測定単位

℃ 摂氏温度

MHz メガヘルツ

μA マイクロアンペア

μs マイクロ秒

mA ミ リアンペア

mm ミ リ メートル

ns ナノ秒

Ω オーム

% パーセン ト

pF ピコファラ ド

V ボルト

W ワッ ト
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改訂履歴

文書名 : CY62168G/CY62168GE MoBL、 エラー訂正コード  (ECC) 付 16M ビッ ト  (2M ワード x 8 ビッ ト ) スタテ ィ ック RAM
文書番号 : 001-92164

版 ECN 番号 発行日 変更内容

** 4347371 4/15/2014 これは英語版 001-84771 Rev. *B を翻訳した日本語版 Rev. ** です。

*A 4473483 08/11/2014 これは英語版 001-84771 Rev. *D を翻訳した日本語版 Rev. *A です。

*B 6719871 10//31/2019 これは英語版 001-84771 Rev. *J を翻訳した日本語版 Rev. *B です。

*C 6937002 08/07/2020 これは英語版 001-84771 Rev. *K を翻訳した日本語版 Rev. *C です。
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